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TEORIA DEL DIODO.

1.- Union p-n. Diodo sin polarizar
2.- Polarizacion del diodo.

2.1.- Polarizacion inversa.
2.2.- Polarizacion directa.

3.- Curva caracteristica del diodo.
4.- El diodo como elemento de un circuito.
5.- Aproximaciones del diodo.

5.1.- Primera aproximacion.

5.2.- Segunda aproximacion.

5.3.- Tercera aproximacion.

5.4.- Cuarta aproximacion. Diodo ideal

6.- Capacidades y tiempo de conmutacion en el diodo.
7.- Diodos LED y diodos Zener.
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Al poner en contacto una zona p con una
zona n, aparece en las proximidades de la
union una zona en la que no existen cargas
libres. Es la zona de carga espacial

Zonan

En la zona de carga aparece
un campo eléctrico que se
opone al movimiento por
difusion de h*y e
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2.1.- Polarizaciéon inversa.
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La polarizacion inversa aplicada aleja a
los portadores de la unién
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La zona de carga espacial aumenta hasta
gue la tension interna que aparece se
iguale a la externa aplicada
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2.1.- Polarizacion inversa.
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2.2.- Polarizacion directa.
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2.2.- Polarizacion directa.

Para que por un diodo circule
corriente, no basta con polarizarlo
en directa. La tension aplicada debe
superar la tension umbral

Perfiles de minoritarios en directa
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Cuando V > Vy ; Eext > Eint = habra circulacién de corriente
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Ecuacion de Shockley a Ly (mA)
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Je un circuito.
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5.1.- Primera aproximacion.
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Diodo en corte (0<Vp <Vy)
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5.2.- Segunda aproximacion.
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5.3.- Tercera aproximacion.
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5.4.- Cuarta aproximacion. Diodo Ideal
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ynmutacion.

Modelos de pequeia sefal
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Diodo en directa Diodo en inversa

ry = resistencia incremental o dinamica en directa.
r. = resistencia incremental o dinamica en inversa.
Cp = capacidad de difusion

C; = capacidad de transicion o de union.
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le conmutacion.

6.1.- Capacidad de transicion o de union.
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> conmutacion.

6.3.- Tiempo de conmutacion del diodo.
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Zener.

i o L
LED = Light Emitter Diode A

P
(e
oy Mo WP
= 4 ®

it
1

298

z

Contacto
metélico

o

¢

17 Tema 2.- Teoria del Diodo



Tema 2.- Teoria del Diodo



INSTANTANEOUS FORWARD CURRENT,
AMPERES

FIG. 3 - TYPICAL INSTANTANEOUS FORWARD

CHARACTERISTICS
20 =1
e
10
TJ=25°C —
PULSE WIDTH=300us —
1% DUTY GYGLE =
’
7=
/ :
0.1 = i
i ]
/ ]
0.01 i
0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8

INSTANTANEOUS FORWARD VOLTAGE,

VOLTS

Tema 2.- Teoria del Diodo



FIG. 4 - TYPICAL REVERSE CHARACTERISTICS

© 1,000

C

L

N

=

S

i 100

S vV_ 800 —=5333 MQ
i | (0,2-0,05)-10

=

T 10

oC

—

U ta

% TJ=100°C :XZ 095 : _5597 MO
0 1 |~ (0,2-0,02)-10

=

LL

C

wl

-

@)

= Vv 1000

< R=—~= —=5236 MQ
- | (0,2-0,01)-10

<T

b

Z

0 20 40 60 80 100
PERCENTAGE OF PEAK REVERSE VOLTAGE, %

Tema 2.- Teoria del Diodo



